Wiederholung der Nomenklatur ﬂ(“.
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N Elektronendichte n im p-dotierten Halbleiter (Minoritatstrager)
P Analog n_,p., P, manchmal auch ohne Indizes

Ny, Elektronendichte im thermischen Gleichgewicht

n' oder An Elektronen Uberschusstragerdichte; es gilt n = n, +n’

n. Intrinsische Ladungstragerdichte
Materialkonstante die nur von der Temperatur und der Bandllcke
abhangt

—%%—NNGH

N, Donatoren-Dotierdichte

Dichte der ionisierten Donatoren
M= 1= WV )] Fir Storstellenerschépfung gilt  n." =n
prung g p —'p
N Aquivalente Zustandsdichte des Leitungsbandes _V‘%
. (Nur falls Boltzmann-Verteilung gilt) n,=N.e
Falls Halbleiter nicht im Wen —Wep v

. . ; 2
thermischen Gleichgewicht: [np=ne T =n’e™
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